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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/DE2003/003552 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 
the description: 



1-16 



, filed with the letter of 



, as originally filed 

, filed with the demand 



the claims: 



pages 
pages 
pages 



1-5 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 1 9 
> filed with the demand 



filed with the letter of 29 October 2004 (29.10.2004) 



the drawings: 



1/7, 3/7,4/7,6/7 



2/7, 5/7, 7/7 



_ , as originally filed 
, filed with the demand 



□ 

the sequence listing part of the description: 



. , filed with the letter of 29 October 2004 (29.10.2004) 



m , filed with the letter of 



, as originally filed 

„ , filed with the demand 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
toe international application was filed, unless otherwise indicated under this item "uinonry in me language in wnicn 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

LJ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. 1 (b)). 
LJ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

U the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or jo. j 

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing- application, me mrernanonai 

□ contained in the international application in written form 

□ filed together with the international application in computer readable form. 
I — I furnished subsequently to this Authority in written form. 

□ furnished subsequently to this Authority in computer readable form 

□ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

be^ fomished ** inf0m,ation reCOlded in """Puter readable form is identical to the written sequence listing has 

The amendments have resulted in the cancellation of 

the description, pages 

the claims, Nos. 

the drawings, sheets/fig 

5- □ wK t ^i beCn eSta £! iS ! led ? jf (somc °9 the amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** consiaereo to go 

' ^O^inT^^^^^it^ reCef 1 n , 8 T Ce * reSponse to an lnVitati ° n ^Article 14 are referred to 
and 70.17) originally filed and are not annexed to /A« report since they do not contain amendments (Rule 70.16 

'Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-5 



1-5 



1-5 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 

The observations pertain to objections that relate to one 
or more of the boxes checked on the cover sheet. 

1 This report makes reference to the following 

documents : 

Dl: US-A-4 882 294 ( CHRI STENSON JOHN C) 

21 November 1989 (1989-11-21) 
D2: US 2001/045619 Al (SLOTBOOM JAN WILLEM ET AL) 

29 November 2001 (2001-11-29) 
D3 : WO 97/17726 A (NAT SEMICONDUCTOR CORP) 

15 May 1997 (1997-05-15) 
D4: GB-A-1 480 050 (PHILIPS ELECTRONIC ASSOCIATED) 

20 July 1977 (1977-07-20) 
D5: DE 100 44 838 A (INFINEON TECHNOLOGIES AG) 

4 April 2002 (2002-04-04) 
D6: x BIPOLAR TRANSISTOR WITH PEDESTAL SUBCOLLECTOR 
REGIONS SELF-ALIGNED UNDERNEATH FIELD OXIDE 
REGIONS' IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM 
CORP. NEW YORK, US, vol. 31, no. 3, 1 August 
1988 (1988-08-01), pages 252-253, XP000120721 
ISSN: 0018-8689 
D7: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 080 (E- 
168), 2 April 1983 (1983-04-02) & JP 58 009354 
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A (TOKYO SHIBAURA DENKI KK) , 19 January 1983 
(1983-01-19) 

D8: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 011 # no. 390 (E- 
567) , 19 December 1987 (1987-12-19) & JP 62 
154779 A (HITACHI LTD) , 9 July 1987 (1987-07- 
09) 



2 The amendments submitted with the letter of 2 9 

October 2004 introduce substantive matter which, 
contrary to PCT Article 34(2) (b) , goes beyond the 
disclosure in the international application as 
filed. The amendments are as follows: 



The phase "by selective deposition" inserted in 
claim 2 (see lines 23 and 33) is an inadmissible 
generalization of the process of selective epitaxy 
disclosed in the description (see page 11, lines 10- 
14) , in which a first (also the second) epitaxial 
layer is deposited simultaneously (that is, with the 
same thickness) on the two first zones. 



Claim 2 is, therefore, not allowable. 



In this report claims 2 and 3 will be considered 
together . 

3 The application does not meet the requirements of 

PCT Article 6 because claims 1 and 2 are unclear. 



Although claims 1 and 2 are drafted as separate 
independent claims, they seem in fact to relate to 
the same subject matter, the only apparent 
difference being in the definition of the subject 
matter for which protection is sought. The claims 
are therefore not concise. Moreover, the claims 
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display an overall lack of clarity because the 
number of independent claims makes it difficult, if 
not impossible, to identify the subject matter for 
which protection is sought, and it is therefore 
unreasonably difficult for third parties to 
determine the scope of protection. 



For this reason claims 1 and 2 do not meet the 
requirements of PCT Article 6. 

4 The present application does not meet the 

requirements of PCT Article 33(3) because, insofar 
as the above -indicated lack of clarity allows the 
claims to be understood, the subject matter of 
claims 1-3 does not involve an inventive step. 

4.1 The subject matter of claim 1 differs from the 
disclosure of D2 (see figures 3 and 6 and the * 
corresponding text) (even if the upper area of the 
substrate could be considered a buried layer) by a 
first zone of a second buried layer (layer 55 in 
figure 6B is the first zone of the first buried 
layer) . However, this feature is merely an obvious 
alternative to the transistor structure which a 
person skilled in the art would select according to 
the circumstances (for example, if a connection to 
the second transistor T2 such as that to the first 
transistor Tl (17, 5A) were desired on the upper 
face of the transistor structure) without thereby 
being inventive. 



4.2 The subject matter of claim 3 (that is, claims 2+3) 
differs from the disclosure of D2 (see figures 3 and 
6 and the corresponding text) (even if the upper 
area of the substrate could be considered a buried 
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layer) by 

a) a first zone of a second buried layer (layer 55 
in figure 6B is the first zone of the first 
buried layer) . However, this feature is merely an 
obvious alternative to the transistor structure 
which a person skilled in the art would select 
according to the circumstances (for example, if a 
connection to the second transistor T2 such as 
that to the first transistor Tl (17, 5A) were 
desired on the upper face of the transistor 
structure) without thereby being inventive; 

b) selective epitaxy of the first and second 
epitaxial layers. However, this feature is known 
per se and is merely a conventional alternative 
means of producing an epitaxial layer. 



5. Dependent claims 4 and 5 do not contain any features 
which, in combination with the features of any claim 
to which they refer back, could lead to subject 
matter that involved an inventive step (PCT Article 
33(3)), since STI is a conventional insulating 
technique (see, for example, D6) . 

6. For the sake of completeness, the applicant's 
attention is drawn to the following: 

contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii) , the description 
does not cite D1-D3 or indicate the relevant prior 
art disclosed therein. 
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Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationaien Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationaien Anmeidung 
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Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/D3552 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht und sind ihm nicht beigefugt, weii sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-16 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1 -5 eingegangen am 05.1 1 .2004 mit Schreiben vom 29.1 0.2004 

Zeichnungen, Blatter 

1/7, 3/7, 4/7, 6/7 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2/7, 5/7, 7/7 eingegangen am 05.1 1 .2004 mit Schreiben vom 29.1 0.2004 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1 (b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da(3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeidezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufOgen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
" gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erktarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-5 
Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-5 



Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Die Bemerkungen betreffen Einwande, die sich auf einen oder mehrere der Punkte 
des Deckblatts beziehen. 



1 Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : US-A-4 882 294 (CHRISTENSON JOHN C) 21 . November 1 989 (1 989-1 1 -21 ) 
D2: US 2001/045619 A1 (SLOTBOOM JAN WILLEM ET AL) 29. November 2001 
(2001-11-29) 

D3: WO 97/1 7726 A (NAT SEMICONDUCTOR CORP) 1 5. Mai 1 997 (1 997-05-1 5) 
D4: GB-A-1 480 050 (PHILIPS ELECTRONIC ASSOCIATED) 20. Juli 1977 (1977- 
07-20) 

D5: DE 100 44 838 A (INFINEON TECHNOLOGIES AG) 4. April 2002 (2002-04-04) 
D6: 'BIPOLAR TRANSISTOR WITH PEDESTAL SUBCOLLECTOR REGIONS 

SELF-ALIGNEDAUNDERNEATH FIELD OXIDE REGIONS' IBM TECHNICAL 

DISCLOSURE BULLETIN, IBM CORP. NEW YORK, US, Bd. 31, Nr. 3, 1. 

August 1988 (1988-08-01), Seiten 252-253, XP0001 20721 ISSN: 0018-8689 
D7: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 080 (E-1 68), 2. April 1 983 

(1983-04-02) -& JP 58 009354 A (TOKYO SHIBAURA DENKI KK), 19. Januar 

1983(1983-01-19) 

D8: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 01 1 , no. 390 (E-567), 1 9. Dezember 
1987 (1987-12-19) -& JP 62 154779 A (HITACHI LTD), 9. Juli 1987 (1987-07- 
09) 



2 Die mit Schreiben vom 29.1 0.2004 eingereichten Anderungen bringen Sachverhalte 
ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT iiber den Offenbarungsinhalt der 
intemationalen Anmeldung zum Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich 
dabei urn folgende Anderungen: 

Der in den Anspruch 2 (siehe Zeilen 23 und 33) hinzugefugte Ausdruck "durch 
selektive Abscheidung" ist eine unzulassige Verallgemeinerung der in der 
Beschreibung (siehe Seite 11, Zeilen 10-14) offenbarte selektive Epitaxie, in der eine 
erste (auch die zweite) epitaktische Schicht gleichzeitig (d. h. mit der gleichen Dicke) 
auf beiden ersten Zonen abgeschieden wird. 
Daher ist Anspruch 2 nicht zulassig. 
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Hiermit werden Anspruche 2 und 3 zusammen berucksichtigt. 



3 Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die Anspruche 
1 und 2 nicht klar sind. 

Die Anspruche 1 und 2 wurden zwar als getrennte, unabhangige Anspruche 
abgefaBt, sie scheinen sich aber tatsachlich auf ein und denselben Gegenstand zu 
beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur durch voneinander 
abweichende Definitionen des Gegenstandes, fur den Schutz begehrt wird. Somit 
sind die Anspruche nicht knapp gefaBt. Femer mangelt es den Anspruchen 
insgesamt an Klarheit, da es aufgrund der Vielzahl unabhangiger Anspruche 
schwierig, wenn nicht unmoglich ist, den Gegenstand des Schutzbegehrens zu 
ermitteln, und damit Dritten die Feststellung des Schutzumfangs in unzumutbarer 
Weise erschwert wird. 

Aus diesem Grund erfullen die Anspruche 1 und 2 nicht die Erfordernisse des Artikels 
6 PCT. 



4 Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(3) PCT, weil 
der Gegenstand der Anspruche 1-3 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, 
soweit die Anspruche auf Grund der obengenannten Unklarheiten verstanden werden 
konnen. 

4.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von der Offenbarung des 
Dokuments D2 (siehe Abbildungen 3 und 6 und entsprechenden Text) durch (auch 
wenn der obere Bereich des Substrats als vergrabene Schicht betrachtet werden 
konnte) eine erste Zone einer zweiten vergrabenen Schicht (Schicht 55 von Fig. 6B 
ist die erste Zone der ersten vergrabenen Schicht). Dieses Merkmal ist jedoch nur 
eine naheliegende Alternative der Transistorstruktur, die der Fachmann den 
Umstanden entsprechend (z. B. falls der AnschluB zum zweiten Transistor T2 wie der 
AnschluB zum ersten T1 (17, 5A) an der oberen Seite der Transistorstruktur 
erwunscht ware) ohne erfinderisches Zutun auswahlen wiirde. 

4.2 Der Gegenstand des Anspruchs 3 (d. h. Anspruche 2+3) unterscheidet sich von der 
Offenbarung des Dokuments D2 (siehe Abbildungen 3 und 6 und entsprechenden 
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Text) durch (auch wenn der obere Bereich des Substrats als vergrabene Schicht 
betrachtet werden konnte): 

a) eine erste Zone einer zweiten vergrabenen Schicht (Schicht 55 von Fig. 6B ist 
die erste Zone der ersten vergrabenen Schicht). Dieses Merkmal ist jedoch nur eine 
naheliegende Alternative der Transistorstruktur, die der Fachmann den Umstanden 
entsprechend (z. B. falls der AnschluB zum zweiten Transistor T2 wie der AnschluB 
zum ersten T1 (17, 5A) an der oberen Seite der Transistorstruktur erwiinscht ware) 
ohne erfinderisches Zutun auswahlen wurde. 

b) eine selektive Epitaxie der ersten und zweiten epitaktischen Schichte. Dieses 
Merkmal ist jedoch in sich bereits bekannt und nur eine fachubliche Alternative fur die 
Erzeugung einer epitaktischen Schicht. 



5 Die abhangigen Anspruche 4 und 5 enthalten keine zusatzlichen Merkmale, die in 
Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den diese Anspruche 
ruckbezogen sind, zu einem auf erfinderischer Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) 
beruhenden Gegenstand fiihren konnten, da STI eine fachubliche (siehe z. B. D6) 
Isoliertechnik ist. 



6 Der Vollstandigkeit halber wird auf die folgenden Sachverhalte hingewiesen. 
Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1-D3 offenbarte einschlagige Stand 
der Technik noch diese Dokumente angegeben. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung einer Transistorstruktur, be- 
stehend aus mindestens einem ersten und einem zweiten 
5 Bipolartransistor mit unterschiedlichen Kollektorweiten (CI, 
C2), wobei 

ein Halbleitersubstrat (1) zur Verfttgung gestellt wird, 
mindestens ein erster Kollektorbereich (2.1) des ersten 
Bipolartransistors mit einer ersten Kollektorweite (CI) und 

10 ein zweiter Kollektorbereich (2,2) des zweiten Bipolartran- 
sistors mit einer zweiten Kollektorweite (C2) erzeugt werden, 
mindestens eine erste Zone (5.1.1) einer ersten vergrabenen 
Schicht (5.1) von einem ersten Leitfahigkeitstyp des ersten 
Bipolartransistors und eine erste Zone (5.2.1) einer zweiten 

15 vergrabenen Schicht (5.2) von einem ersten oder einem zweiten 
Leitfahigkeitstyp des zweiten Bipolartransistors in das Halb- 
leitersubstrat (1) eingebracht werden, und 

mindestens ein Isolationsbereich (4) erzeugt wird, der zumin- 
dest die Kollektorbereiche (2.1, 2.2) voneinander trennt, 

20 dadurch gekennzeichnet , dass 

eine erste epitaktische Schicht (9) erzeugt wird, die ganz- 
flSLchig zumindest die ersten Zonen (5.1.1, 5.2.1) bedeckt, 
zumindest eine zweite Zone (5.1.2) von dem ersten Leitfahig- 
keitstyp innerhalb der ersten epitaktischen Schicht (9) er- 

25 zeugt wird, wobei die zweite Zone (5.1.2) an die erste Zone 
(5.1.1) der ersten vergrabenen Schicht (5.1) angrenzt, 
eine zweite epitaktische Schicht (10) erzeugt wird, die ganz- 
flachig zumindest die erste epitaktische Schicht (9) und die 
zweite Zone (5.1.2) der ersten vergrabenen Schicht (5.1) be- 

30 deckt, und 

die zweite Zone (5.1.2) der ersten vergrabenen Schicht (5.1) 
an den ersten Kollektorbereich (2.1) und die erste Zone 
(5.2.1) der zweiten vergrabenen Schicht (5.2) an den zweiten 
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Kollektorbereich (2.2) angrenzen. 

2. Verfahren zur Herstellung einer Transistorstruktur, be- 
stehend aus mindestens einem ersten und einem zweiten 
5 Bipolartransistor mit unterschiedlichen Kollektorweiten (CI, 
C2), wobei 

ein Halbleitersubstrat (1) zur VerfUgung gestellt wird, 
mindestens ein erster Kollektorbereich (2.1) des' ersten 
•Bipolartransistors mit einer ersten Kollektorweite (CI) und 

10 ein zweiter Kollektorbereich (2.2) des zweiten Bipolartran- 
sistors mit einer zweiten Kollektorweite (C2) erzeugt werden, 
mindestens eine erste Zone (5.1.1) einer ersten vergra- benen 
Schicht (5.1) von einem ersten Leitf ahigkeitstyp des ersten 
Bipolartransistors und eine erste Zone (5.2.1) einer zweiten 

15 vergrabenen Schicht (5.2) von einem ersten oder einem zweiten 
Leitf ahigkeitstyp des zweiten Bipolartransistors in das Halb- 
leitersubstrat (1) eingebracht werden, und 

mindestens ein Isolationsbereich (.4) erzeugt wird, der zumin- 
dest die Kollektorbereiche voneinander trennt 

20 dadurch gekennzeichnet , dass 

mindestens eine erste Kollektorzone (2.1.1) des ersten 
Bipolartransistors und eine erste Kollektorzone (2.2.1) des 
zweiten Bipolartransistors durch selektive Abscheidung er- 
zeugt werden, wobei die erste Kollektorzone (2.1.1) des ers- 

25 ten Bipolartransistors an die erste Zone (5.1.1) und die ers- 
te Kollektorzone (2.2.1) des zweiten Bipolartransistors an 
die zweite vergrabene Schicht (5.2) angrenzt, 

die erste Kollektorzone (2.1.1) als erster Leitf ahigkeitstyp 
ausgebildet wird, und 
30 eine zweite Kollektorzone (2.2.2) auf der ersten Kollektorzo- 
ne (2.2.1) des zweiten Bipolartransistors und eine zweite 
Kollektorzone (2.1) auf der ersten Kollektorzone (5.1.2) des 
ersten Bipolartransistors durch selektive Abscheidung erzeugt 
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werden . 

3. Verfahren nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass die 
zweite Kollektorzone (2.2.2) epitaktisch abgeschieden wird. 

5 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, 

dass eine Isolierschicht (3) zwischen dem Ralbleitersubstrat 
(1) und den vergrabenen Schichten (5.1, 5.2) erzeugt wird. 

10 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet,. dass der Isolationsbereich (4) mit Hilfe von 
Shallow Trench Isolationstechnik erzeugt wird. 
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